)
@8-26-'04 11:1@ FROM-Lerner & Greenberg +9549251101 T-619 P23/36 U-176
QY

FYTIVIR WIeH ra vw By Ay Vv

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES m PATENTAMT
® Deutsche Kl.: 21 al, 36/18

® ‘ - .
® Offenlegungsschrift 1960 802
. ) Aktenzeichen: P 19 60 802.7
@ ' Anmeldotag: 4., Dezember 1969
@ Offenlegungstag: 9. Juni 1971
. Ausstellungsprioritit: —_
@ Unionsprioritit
] Datum: —
® Laad: —_
@ Aktenzeichen: —
& Bezeichnung: Blektronischer Koppelkontakt zum Durchschalten von Leitungen
- in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechvermittlungsanlagen
® Zusatz zu: —
@ Ausscheidung aus: —_
@ Anmelder: Licentia Patent.Verwaltungs-GmbH, 6000 Frankfurt

. Vertreter: ‘ . -_—

@ Als Etfinder benannt: Benz, Wemer, Dr.-Ing., 7900 Ulm;
T Heierling, Hermann, 7910 Neu-Ulin

Benachrichtigung gemiB Art.7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4.9.1967 (BGBL. I S. 960): —_—

BEST AVAILABLE CORPY

DT 1960802

. ® 571 109624061 %0
PAGE 23136 RCYD AT 8/26/2004 10:35:10 AM [Eastem Dayfight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-210* DNIS:7463699* CSID:44549251101 * DURATION (mm=5s):09:36



@8-26-'04 11:1@8 FROM-Lerner & Greenberg +9549251161 T-619 P24/36 U-176

1960802

Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH PT-BK/Dr.Li/scho
BK 69/62

Elektronischer Koppelkontakt zum Purchgchalten .von Leitungen
“in Fernmelde-, insbesondere Forns?rechvermittlnngsanlagen

3 >

Die Erfindung betrifft einen elektronischen Koppelkontakt zum
Durchschalten von Leitungen in Fernmelde-, insbesondere Ferne
.sprechvermittlungsanlagen. dessgen in Lingsrichtung der Lei-
tungen angeordneter Serienzwéig aus einem Xsolierschicht-~Feld-
effekttransistor mit Halbleiter-Substrat bestoht, der durch
unterschiedliche Steuerpotentiale an seinem Gate-Anschluff
gwischen se¢inem Durchlaf- .und Spe;rzustand mittels einer Kipp-

schaltung umsteuerbar ist.

Gegeniiber den in den bekannten elektronischen Koppelkontakten
im Serienszweig angewendeton Emitter-Kollektor-Strecken von
Flidchontransistoren haben Feldeffekttransistoron dem Vorteil

héheren Sperrwiderstandes und vernachlidssigbarer Steuerstrime.
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Es ist in der deutschen Auslogeschrift 1 28% 992 eine olek-
tronische Koppolstelle mit cinem zwischen die gu verbindenden
Leitungen mit seiner .Emitter-Kollektor-Strecke geschalteten
Trangistor beschrieben, der abhihsig vnm~Scha1tzustand-einer )
bistabilen Steuerstufe gesperrt bzw. loitend ist und zwischen.
dessen Basis- und Kollektor-Elecktrode die EBmitter-Kollektor-
Strecke eines unipolaren Feldeffckttransistors geschaltet ist,
dessen Gate-Anschluﬁ an der gemeinsamen bistabilen Steuerstufe
liegt. Es soll bei dieser bekannten Koppelstelle neben einem
hohen Schaltverhiltnis auch eine nahezu vollkommene Trennung

des Steuerlareises vom Arbeitskreis erzielbar--sein.

Es besteht bei Feldeffekttransistoren mit Halbleiter-Substrat
auBerdém die Méglichkeit, nicht nur an dem Gate-AnschluB, sone-
dern auch am Substrat eine Steuerwirkung auf die Leitfﬁhié-

keit der Emitter-Kollektor~Strecke des Feldeffekttransistora

‘.. auszuiitben,

Allgemein ist an dem SubstratanschluB eine Sperrspnnnung'an-
geschaltet, durch die ein hoher Sperrwiderstand des Transi-
stors erreichbar ist. Ein niedriger DurchlaBwiderstand ist
durch ecine dem Leitungstyp des Transistors entsprechends
Substratspannung erreichbar. Fiir die Unschaltung der Steueor«
spannung werden beli den bekannten Anordngnéen aus zwei Transi-

storen bestehende Kippschalt;nsan verwendet.

BK 69/62 -3 -
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Es ist auch in der Anmoldung P 15 62 037.8 eine aus vier -
Isolierschicht—Feldeffektttanlistoren'bestehende Kippschal~
tung beschrieben, bei der die Umschaltung zwischen den bei-
den stabilen Zustiénden durch zugefithrte Impulse erfolgt.

Diese Kippschaltung weist den Vorteil auf, dafl sie scust

aus ihrer Speisespannungsquelle keinen Strom aufnimmt. Die
Transistoren besitsen paarweise unterschiedliche Leitfahig-
keit. In dem ®inen stabilen Zustand sind der erste und der
vierte, im anderen stabilen Zustand der gweite und der dritte
Transistor voll leiterd. Ein Speisestrom durch die leitenden
Transistoren kommt jedoch nicht zgustande, da jeder leitende
Transistor mit der Emitter-Kollektor-Strecke eines gesperrten
Transistors in Reihe liegt. Bei der Umsteuerung dieser Kipp-
schaltnng wird uber jeweils einen loitenden Transintof die
Ausgangsklemme mit dem einen oder dem enderen Pol der Speise-

spannungsquelleo verbunden.

Bei Isolierschicht-Feldeffekttransistoren ist das Substyat
durch einen PN-Ubergang vom Kanal getrexut. Bei Verwendung
dieses Feldeffeckttransistors als Serienzweig einer Koppel-
stelle kann das Substrat entwoder fiber oinen Widerstand an
das Potential O odqr unmittelbar an eine Spannung gelegt
werden, die den PN-Ubergang gwischon dem Substrat und dem
Kanal in Rickwiirtsiichtung Qbrnpannt.'ﬂei dor ersten Schal-
"tungsart wird durch eineﬁ ;r&ﬁen Widerstand die Sperrdimpfung

und durch eincn kleinen Widerstand der Klirrfaktor vergris«~

BK 69/62 -l -
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sert. Bei der gweiten Schaltungsart bleibt zwar die Sperr-
dimpfung grof, jedoch ist auch der Durchlafwiderstand erhdht.
Der erhdhte DurchlaBwiderstand hat dabei auch griBere Ver-

zerrungen zur Folge.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Vérteile der
Isolier;éhicht-Feldeffekttransistoren.bei der Verwendung als
" Serienzweig einer Koppelstelle aushutzbar zu machen und die
Hachteilg der beiden oben genannten Schaltungsarten su ver-
meider. AuBerdem ist die Herabsetzung des Stromverbrauchs
in der Steuerkippschaltung der Koppelstelle wiinschenswert. .
Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB gleichzeitig mit.der
Unsteuerung des Potentials am Gate-AnscﬁluB sowohl die Sub-
stratspannung als auch der Widerstand des Substratzweiges

umgteuerbar ist.

Be i, der techniéch;n Ausbildung der Koppelstelle ist im Sub~
stratzweig des Serienzwcig-Transxstors ein Isolierschicht-
Fe‘deffekttransistor angeoxrdnet, der darch dle Kippschaltung
jeweils in den gegenilber dem Serlcnzwelg-Tran51stor gegen-~ .
satzlichen'Schaltzustand'qqsteuerbnr-ist. Es kdnnen dabei
die beidon Isélierschicht-?eldeffekttrénsistoren gleichon
Leitungstyp aufweisen, wobci ihre beiden Gatc-Anschliisso
durch die zueinander entgegengesectzten Auagangspotontiaie
der Kippschaltung 2zucinandoer gegenlidufig stouorbar sind.

Eg kdnnon abur auch die beiden Isolicrschicht-Feldeffekt-

. 6 6- - -
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transistoren zueinander kompiamentidren Leitungstyp aufwei-
B sén, wobei ‘die Gate-Anschliisse der beiden Transistoren durch
das gleiche Ausgangspotential der EKippschaltung zueinander

gegenliufig steuerbar sind.

Hierdurch werden die Vorteile erzielt, daB in der gesamten
Anordnung giner Koppelstelle ausschlieBlich Feldeffekttran-
sistoren Anwendung finden, die fiir integrierte Schaltungen
geeignet sind. Bei den gezeigten Ausfﬁhfungsbeispielen‘wer-
den sowohl giinstige Sperrdimpfungen als auch geringe Durch-
'1aBd3mpfungen bei niedrigem Klirrfaktor und geringem Neben-
sprechen erzielt, weil nidmlich im Sperrzustand der'koppel-
stelle sowohl der Gate-AnechluB als auch das Substrat zum
Bezugspotential kurzgeschlossen sind und im DurchlaBzustand
der Koppelstelle die Steuerspannung des Gate-Anschlusses
niederohmig herangefiihrt wird, wihrend das Substyrat iiber
einen hochohmigen Widerstand mit dem Bezugspotential ver-
bunden ist. Die Koppelstellen kinnen in beliebiger Zusammen-
stellung aus Transistoren vom Anreicherungstyp Ader vom Ver-
armungstyp, sowohl vom P-Kanal-, als auch vom N-Kanaltyp
aufgebaut'werden. Es kann also der Schaltungsaufbau weit-
gchend entsprechénd den Horateilungsmaglichkoiten ausgericha
tot werdon. Dabel sind diese Koppelstellen fiir c¢inen breiten

Frequenzbereich verwendbar.
Die Erfindung wird an Schaltbildern erklért.

Bk 69/62 108824/1611 -6-
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Pig. 1 zeigt ein Ausfiijhrungsbeispiel einer Koppelstelle, bed
der im Serien- und im Substratzweig Transistorem vom gleichen

Kanaltyp verwendet werden.

In Fig., 2 ist ein anderes Ausfiihrungsbeispiel éiner Koppel-
stelle mit zZueinander komplementiren Isolierschicht-Feldeffekt-
transistoren und

. in Fig. 3 ein weiteres Ausfiihrungsbeispiel dargestellt.

Bei der Xoppelstelle der'Fig. 1 besteht def'Serienzweig
aus einem Isolierschicht-Feldeffekttransistor T1. Zwischen
das Subsirat und den Gate-Anschluf des Transistors T1 ist
der Transist;r T2, der den gleichen Kanaltyp wie der Tran-
sistor T1 aufweist, angeschlossen. Die Steuerung effolgt
durch die aus den Feldeffekttresasistoren S1, S2, S3, Sk
bestechende an sich bekannte Kippschaltung. Die Tramsistoren
" '$1 und S3 sind P-Kanal-Transistoren, die Transistoren S2
ugdisk sind dazu kompiamentar. Es sind beli dieser Kippschal-
tung entweder di. Transigtoren 51 und S84 oder die Transip.
toren S2 und S3 leitend, wihrend jeweils die anderen bei-
den Transistoren vgllig gesperrt sind. Bei dem crsfge-
nannten Zustand ist ndémlich der Punkt A1 mit dem positiven
Pol der Spannungsquelle'va verbunden, so dab dié Gaie-An-
schlﬁs;e der Transistoren S3 und S4 diesos Potential er-
haltén und dadurch der P-Kanal-Transigtor 83 gespefrt und

der N-Kanal~-Transistor S4 leitend gasteuert ist. Dé auler-

BK 69/62 10982471611 | s 7
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dem der Punkt A2 das negative Potential ‘der Spannungsquelle
U1l fiihxt, igt der Transistor S2 gesperrt und der Transistor

S1 leitend,

Der Sperrzustand der Koppelstelle wird bel leitenden Tran-
sistoren S2 und S3 herbeigefﬁhrt. Esg liegt dann an der Klemme'

A1 das necegative Potentiél Ul und an der Klemme A2 das posi-

tive Potential U2 an. Das Potential Ul reicht dabei aus, um

den im Sexiecnzwelg licgenden Transistor T1 sicher zu sperren.

Dey Trangistor T2 iat dabei durch seine positive Gate—Vorsbannung
‘leitend gesteuert, so da® das Potential U1 iiber den kanal des
irnnsistors.Tz das Substrat des Trausistors Ti1 in Riickwdrias~
richtung vorgpannt. Dabei 1st das Substrat iliber den Transise-

tor T2 und den Transistor S2 der Kippschaltung zum Bezugse

potectial kurzgeschlossen.

NDer DurchlafBzustand de:r Xoppelstelle wird durch Anlegen

cines Steuerimpulses an eine der beiden Eingangsklemmen E1
oder E2 herbeigefiliv»t. Eg gind dann die Transistoren S1 und
S4 leitend; so daB das pésitive Potential U2 den Transistor

T1 an seinem Gate-AnschluB in den leitendon Bereich steuert.
Die Spannung zwischen dem Gate-Anschluff und der Emitter-Elek-
trode des Transistors T2 ist negativ, so ‘daB diescx Transistor
T? gecuperrt ist. Das Substrat des Transistors Ti liegt. dann
nur ubor dap hochohimi gen Wideratapd R am Bezugspotential.

E4 1et hicrbez der Substrat-Stouercffckt vermieden und ein

3% 69762 108824/1611. -8
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nisedriger Durchlaﬁwidorstand des Xanels .des Transistorsg T1°

gegeben,

Fiir die Koppelstellen-Transistoren T1 und T2 konnen sowohl
Transigtoren vom Anreicherungstyp als auch wvom Verarﬁunés-
typ verwendet werden. BEs kionnen dabei anstelle der N~Kanal-
transistoren auch P-Zanal-Transistoren verwendet werden, wenn

. die Steuerspannungen demoentsprechend umgepolt werdenw

Die in Fig. 2 dargestellte Koppélstelle ist mit zueinander
komplementiren Feldeffekt-Transistoren ausgestatt;t. Bei
‘leitenden Treusistoren 82, S3 der Kippschaltung gperrt das
negétive Potential U1l den N-Kanal-Transistor T3 und bringt
den P-Kanal-Transistor T4 in den leitcnden Béreich. Dadurch
wird das Substrat des Transistors T3 durch dag negative Poten-
tial U3, das niedriger ist als das nogative Potential U1,
gesperrt, well gsich dann nidmlich dor Transistor T4 im nieder-

. ohmi gen Bere:i..éh befindet und der Querwiderstand im Substrate
zwel gz genligend klein iat. |

h}ach der tberfihrung der Kippschaltung in ihren anderen sta-
bilen Zustand, bei dem die Transistoreh S1, $4 leitend sind,
liegt am Punkt A1 das positive Potential U2, das den N-EKanal-
Trangistor T3 leitend steuert uﬁd den P-Kanal«Transistor Th
spovrt. Dedurch liegt das Substrat des Transistors T3 iiber

den Widerstand R hochohmig am Bezugspotent;ai, wodurch cin’

BK 69,62 o . . 9.
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niedriger Durchlafwiderstand des Kanals des Transistors T3

erzielt ist.

Das in Fig. 3 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel einer Koppel-
stelle enthilt ebenfalls zwei Isoliersachicht-Feldeffekt-
Trangigtoren T5, T6 vom gleichen Kanaltyp - hier als N-Kanal-~
dargestellt. Im Sperrgustand dieser Koppelstelle liegt am Punkt
A1 das negative Potential U1, am Punkt A2 das positive Poten- q
tial U2. Der Lingstransistor Tsfwird an seinom Gate-Anschlufy
durch das negative Potential U1l gusperrt. Beim Transistor T6
liegt zwisgchen dem Gate-Anschlufi und der Emitter-Elektrode die
Fotentieldifferenz dor Quellen U2 und U3 an und ist dadurch
‘1citend, so dob das Substrat des Transistors Ts’durch das
Fotentiel U3 in Riickwirtsrichtung vorgespannt ist. Die

Gucravleitung ist iiber den Transistor T6 niederohmig.

Im Purchlafzustand dexr in Fig. 3 dargestollten Koppel~ ‘
stelle steuert das positive Potential U2 den Transistor T5 '
luitemd, wdhrend der Trengistor T6 durch die Potential-

differenz von U2 und U3 gesperrt ist. Das Substrat des lei-

tenden Lingstransistors TS liegt daher auch bei diesem Aus-
fithrungsbcispiel nur ﬁbef den hochohmigén Widerstand R am
RYezugepotuntial. An sich ist dic Anschaltung dieses hoch-

ohmigen Widerstanddés R filixr die Funktion dor Koppelstelle

nicht e¢rforderlich, er verhindort ledigliéh, daB sich para-

gitire Spannungen am Substrat ausbilden.
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Patentanspriiche

a Elektronischer K‘;ppelkontakt zum Durchschalten von Lei-
tungen in Fernmelde-, insbesondere Fernsprechvermittlungs-
anlagen, dessen in Lingsrichtung der Leitungén angeordneter
Serienzweig aus cinem Isolierschicht-Feldeffekt-Transistor |
mit Haibleiter-Substrat besteht, der durch ﬁnterschiedliche
Steuerpotentiale an scinem Gate-~Anschlull 2zwischen geinem
Durehlaf- und Sperrzustand mittels einer Kippschaltung um-
éteuerbar igt, dadurch gekennzeichnet, dal gleichzeitig mit
dor Umsteuerung des Potentials am Gate~Anschluf sowohl die
Substratspannung als.adbh-der Viderstand des Substratzweiges

~

u@steuerbar ist.

2) Elektronischer Koppelkontakt nach Ansprich 1, dadurth ge-
kennzeichnet, daBl im Substratzweig‘des Serienzweig-Tran-
. sistors (T1 bzw. T3 bzw. T5) ein Isolierschicht-Feldeffekt-
Tran?istor (T2 bzw. T4 bzw. T6) angeordnet ist, der durch
die¢ Kippschaltung (81 ... 54) jeweils in den gegenilber dem
Serionzweié;Transistor gogens&tziichen Schaltzustand um-

stcuerbar ist.

3) Elektronischer Koppelkontakt nach den Anspriichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB die beiden Isolierschicht-Feld-
offekt-Transistoren (Tt, T2 bzw. T5, T6) gleichen Leitungs-~

typ - (N oder P) aufweisen, wobei 1hre,béiéen Gate-Anschliisse

BK 69/62 108824/1611 - 11 -
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durch die einander entgegengesotztex Ausgangspotentiale
(A1, A2) der Kippschaltung (S1 ... S4) zueinander gegen-

ldufig steuerbar sind.

4) Elektronischer Koppclkontakt nach den Anspriichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daBf die beiden Isolierschicht=Feld-
effekt-Transistoren (T3, T4) zucinander komplementiren
Leitungstyp (N und P) aufweisen, wobei die Gate-Anschliisse
der beiden Transistoren durch das gleiche Ausgangspotential
(A1) der Kippachaltung (S1 ... S4) zueinander gegenliufig
steuerbar sind.

a a8 @ e
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